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1. IzraCunajte napetosti in toke npn tranzistorja v orientaciji s skupno bazo v aktivnem podrocju
delovanja.

Le=99 or=0.8 Ur=25.66 mV
ICS =1 pA

le=-2mA

UCB =2V

2. Za dano vezje z bipolarnim tranzistorjem dolocite vrednost upora Rg tako, da bo napetost Uce
enaka Ucc /2. Pri izraGunu predpostavite, da je napetost Ugg enaka 0.7 V
(0{,: = 0.99, UBB = Ucc =12 V, RC =1 kQ)
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3. Za silicijev spojni FET tranzistor, ki se nahaja v podroCju nasicenja, nariSite nadomestni
model za majhne signale nizkih frekvenc in dolocite napetostno ojaCenje za te signale
(Np=2-10" cm™, D=2 pum, , Up = 0.7 V, Ipgs = 4.6 mA, Ugg = — Ugs =0 V, Rp = 10 kQ).
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4. Za MOS FET tranzistor z induciranim n kanalom
e nariSite elektri¢ni simbol,
e prereze strukture,
¢ polje izhodnih karakteristik ip (Ups, Ugs parameter) s tipi¢nimi vrednostmi za Ugs,
e v polju izhodnih karakteristik oznacite mejo med podro¢jem delovanja pod nasi¢enjem in
podroc¢jem nasicenja in zapisite njeno enacbo,
e podrocje delovanja tranzistorja pri pogojih Ugs=5V,Ups=4V,
e tok ¢ez ponor pri Ugs=5VinUps=4V
(Ur=2V, 1o = 1 mAV? WIL = 2.0).

Rezultati kolokvija bodo objavljeni najkasneje v ponedeljek 19.01.2003 na oglasni deski v 3. nadstropju
(Elektronika) in na internetni strani http://Isd.fe.uni-lj.si (Education).




